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ІПО9. Тема та реферат дисертацп

Тема (укр.)

Особливості застосування нанотехнолотій зондової мікроскопії в діагностиці та направленій модифікації поверхонь
напівпровідникових наноструктур і 21) матеріалів.

Тема (англ.)

Ресиііагітіеѕ оі ѕсаппіпд ргоЬе шісгоѕсору папоіесішоіодіеѕ арріісагіоп іп сііаёпоѕтісѕ апсі сіігесг ѕигіасе іпосіііісаііоп оі
ѕешісопсіисіог папоѕггисшгеѕ апсі 21) піагегіаіѕ.

Реферат (УКР-)
Робота присвячена розробці комплексного підходу до діагностики матеріалів і структур приладів мікро- та
наноелектроніки засобами скануючоі зондової мікроскопії та його застосуванню при дослідженнях локальних
морфологічних та електрофізичних особливостей концепційних елементів на базі вуглецевих матеріалів та
станогерманидів. Було розроблено методику індексування траней монокристалів синтетичних напівпровідникових
алмазів та відповідної оптимізації схеми їх розкрою для отримання пластин з оптимальною конфігурацією секторів росту.
Оптимізовано параметри селективного травлення напівпровідникових монокристалів алмазів для виявлення
особливостей дислокаційної структури на нанорівні. Встановлено закономірності зміни густини дислокацій вздовж осі
росту та в околі міжсекторальних границь. Виявлено ефекти декорування дислокацій фоновими домішками. Адаптовано
методики силової Кельвін-зонд мікроскопії та мікроскопії опору розтікання для виявлення локальних електрофізичних
особливостей міжсекторальних границь та окремих дислокацій і кластерів домішок в монокристалічних пластинах
напівпровідникового алмазу. Встановлено, що міжсекторальні границі є когерентними, без скупчення дислокаційних
дефектів, а ядра дислокацій дуже слабо, у порівнянні з границями секторів, проявляють електричну активність при
картографуванні контактним струмочутливим методом скануючої мікроскопії опору розтікання. При безконтактних
електросилових картографуваннях локального поверхневого потенціалу методом Кельвін-зонд мікроскопії дислокаційні
ямки травлення є електронейтральними і не виявляють потенціального контрасту. Встановлено, що завдяки відсутності
структурних дефектів міжсекторальні границі забезпечують різкий перепад поверхневого потенціалу порядку ІВ, що
може бути використано при розробці структурних елементів електронних приладів. Адаптовано методику
наноіндентування, що базується на атомно- силовій спектроскопії до вимірювання модуля пружності тонких плівок
станогерманидів. Виявлено немонотонні зміни приведеного модуля пружності плівок ОеЅп при зміні вмісту олова від 1 до
12%. Цей ефект пояснений особливостями перебігу процесів структурної релаксації при змінах товщини і компонентного
складу плівок ОеЅп. Врахування цієї нелінійності зміни модуля пружності при зміні компонентното складу є критично
важливою в задачах деформаційноі інженерії зонної структури СтеЅп для реалізації переходу
непрямозонний/прямозонний напівпровідник. Методом скануючої ємнісної мікроскопії та силової Кельвін-зонд
мікроскопії досліджено електронні властивості мікрониток Ое99Ѕп1 на поверхні епітаксійних плівок Ое88Ѕп12. Виявлено
ефект інверсії типу провідності таких р-С}еЅп мікрониток при прикладанні напруги зміщення між зондом мікроскопу та
планарним омічним контактом на поверхні плівки (Зе. Цей ефект може бути використаним при розробці прототипів
діодних структур. Виявлено самоіндуковане формування нанониток ОеЅп з вмістом олова понад 40%. Пояснено механізм
їх утворення та проілюстровано їх локальні електрофізичні параметри струмочутливими методами зондової мікроскопії.
Отримані результати можуть бути використані для покращення характеристик приладів мікроелектроніки та при
розробці їх можливих концептуальних елементів на базі вуглецевих матеріалів та станогерманидів.

Реферат (англ.) А

Тітеѕіѕ іѕ сіеуогесі то Ше сіеуеіортпет оі а тиігіригроѕе арртоасіт то Ше сііаёпоѕгіс ої п1а1;егіа1ѕ аші ѕігисштеѕ оі тісто- апсі
папоеіесгґопісѕ сіеуісеѕ иѕіпд ѕсаппіпд ргоЬе шісгоѕсору апсі ііїѕ арріісаііоп іп Ше ѕшсіу оі Іосаі шогр1тоІо§іса1 апсі
еіесггорііуѕісаі Ґеашгеѕ оі сопсерг е1етепІ:ѕ Ьаѕесі оп сагЬоп птасегіаіѕ апкі тіл ёегшапісіеѕ. А шеіііосі оі іпсіехіпё Ше іасеѕ оі
ѕіп§Іе сгуѕшіѕ оі ѕуптітеііс ѕетісопііисгог сііашопсіѕ апсі соггеѕропсііщ; оргігпігатіоп оі гііеіг сиггіпё ѕсііете го оЬіаіп ріагеѕ
шігіт ап оргішаі сопііёигагіоп оі дтоштіі ѕесгогѕ шаѕ сіеуеіореєі. Тіте рагашегегѕ о1° ѕеіесгіуе егсітіпд оі ѕешісопсіиссог сііашопсі
ѕіп§Іе сгуѕгаіѕ шеге оргішівесі то геуеаі Ыте іеашгеѕ оі' Ше сііѕіосасіоп ѕггисшге ас Ше папо гапде. Тіте геёиіагігіеѕ оі Ше
сітапде іп Ше сіепѕігу оі с1іѕ1осагіопѕ аіопд Ше ахіѕ оі дгоиґгіі аші іп гіте уісіпігу оі іпгегѕесгогаі Ьогсіегѕ Ьауе Ьееп еѕгаыіѕііесі.
Тііе еіїессѕ ої сіесогагіпд сііѕіосагіопѕ шігіі Ьаскдтошкі ішригігіеѕ Ітаче Ьееп гечеаіесі. Тііе гесішіццеѕ оі Кеічіп ргоЬе ґогсе
птісгоѕсору апсі ѕргеасііпд геѕіѕгапсе піісгоѕсору шеге асіарсесі го сіесесг Іосаі еіесіторітуѕісаі іеашгеѕ оі' іпсегѕесгогаі



Ьоипсіаґіеѕ апсі іпєііуісіиаі сііѕіосатіопѕ апсі іпіригіту с1иѕтегѕ іп ѕіпдіе сгуѕтаі ѕепіісопсіцстог сііаптоші р1атеѕ. Іт иіаѕ еѕтаЫіѕІте(і
Шат Ше іптегѕестогаі Ьоііпсіагіеѕ аге соііеґепт, итіШоит Ше ассипіиіатіоп оі сііѕіосатіоп сіеїестѕ, апсі Ше писіеі оі сііѕіосатіопѕ
уегу шеа1<Іу, іп сопірагіѕоп ¬шіШ Ше Ьоипсіаґіеѕ оі Ше ѕестогѕ, ѕітош е1естгіса1 астіуіту сіигіпё шарріпё Ьу Ше соптаст сиггепт-
ѕепѕітіуе теШосІ оі” ѕсаппіпё шісгоѕсору оі Ше ѕргеасііщ; геѕіѕтапсе. Іп поп-соптаст еіестгоѕтатіс тарріпё ої Ше Іосаі ѕигіасе
ротептіаі Ьу Ше Кеіуіп-ргоЬе Гогсе шісгоѕсору шеШо<і, Ше етсітіщ; сііѕіосатіоп рітѕ аге еіестгопеитґаі апсі сіо пот ґеуеаі а
ротептіа1 соптгаѕт. Іп поп-соптаст еіестґоѕтатіс шарріщ; ої Ше Іосаі ѕигіасе ротептіаі Ьу Ше Кеіуіп-ргоЬе шісґоѕсору шетітосі,
Ше етсітіпд сііѕіосатіоп рітѕ аге еіестґопеитгаі апсі сіо пот геуеаі а ротептіаі соптгаѕт. Іт шаѕ еѕтаЬ1іѕ1тесі Шат сіие то Ше аЬѕепсе
ої ѕтгистцгаі сіеіестѕ, Ше іптегѕестогаі Ьоишіагіеѕ ргоуісіе ѕітаґр іптегіасе оі Ше ѕіігїасе ротептіаі шіШ а сіііїеґепсе оі Ше огсіег
оі 1\/, шііісіт сап Ье иѕесі іп Ше сіечеіоршепт оі ѕтгистигаі еіешептѕ оі еіестгопіс сіеуісеѕ. Тіте папоіпсіептатіоп тесітпісμіе Ьаѕесі
оп атопііс іогсе ѕрестгоѕсору шаѕ асіартесі то піеаѕиге Ше шосіиіиѕ оі еіаѕтісіту оі Шіп іїішѕ оі тіп деппапієіеѕ. Моп-шопотопіс
сііапдеѕ іп Ше тесіисесі іпосіиіиѕ оі еіаѕтісіту оі ОеЅп іііпіѕ шеге геуеаіесі Мтеп Ше тіп соптепт сітапдесі ітот 1 то 12%. Тітіѕ
еіїест іѕ ехріаіпесі Ьу Ше ресцііагітіеѕ ої Ше ргосеѕѕ оі ѕтгистцгаі геіахатіоп сіигіпд сііапёеѕ іп Ше Шіскпеѕѕ апсі сотропепт
сотроѕітіоп ої С}еЅп ііітпѕ. 'ГаІ<іп3 іпто ассоппт Шіѕ попііпеагіту ої Ше с1тап§е іп Ше птосіиіиѕ оі еіаѕтісіту и/Ітеп сітапдіпр; Ше
сошропепт сошроѕітіоп іѕ сгітісаііу ішрогтапт іп Ше таѕкѕ оі сіеїоґптатіоп епдіпееііщ; оі Ше ОеЅп Ьапсі ѕтгистцге їог Ше
ітріешептатіоп 01” Ше іпсіітест/сіігест-Ьапсі ѕешісошіистог тгапѕітіоп. Рґорегтіеѕ оі' ѕе11°-іпсіисесі Ое99Ѕп1 шісго-ѕтгіреѕ оп Ше
ѕигїасе оі ерітахіаі Ґі1гпѕ Ое88Ѕп12 шеге іпчеѕтідатесі иѕіпд ѕсаппіпд сарасітіуе шісгоѕсору апсі Кеіуіп ргоЬе Ґогсе гпісгоѕсору.
Тіте еііест 01” сопсіистіуіту туре іпуегѕіоп оі р-(3еЅп тісто-ѕтгіреѕ шітеп арр1уіп§ а Ьіаѕ чоітаде Ьетшееп Ше піісгоѕсоре ргоЬе
апсі Ше ріапаг оіттіс соптаст оп Ше ѕигіасе ої Ше Ое іїіш шаѕ геуеаіесі. Тітіѕ еіїест сап Ье иѕесі іп Ше сіеуеіоршепт ої
ргототуреѕ ої сііосіе ѕтгистпгеѕ. Тіте ѕеії-ішіисесі іогтатіоп оі ОеЅп папоигігеѕ \міШ а тіп соптепт оі піоге Шап 40% и/аѕ
геуеаіесі. Тіте піесііапіѕш оі Шеіг Гогшатіоп іѕ ехріаіпесі апсі Шеіг Іоса1 еіестгорітуѕісаі раґапіетегѕ аге іііиѕтгатесі Ьу сиггепт-
ѕепѕітіуе ргоЬе шісгоѕсору шеШосіѕ. Тіте оЬтаіпес1 геѕиітѕ сап Ье иѕесі то ішргоче Ше сітагастегіѕтісѕ оі піісгоеіестгопісѕ
сіетгісеѕ апсі іп Ше сіеуеіорпіепт ої Шеіг роѕѕіЫе сопсертцаі еіептептѕ Ьаѕесі оп сагЬоп піатегіаіѕ апсі тіп ,<.;еппапісІеѕ.
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